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Abstract — in this article on the describe structure spectrum of radiation polities of Zn/n,S, at 80 K

relative thickness of plaque. Is proposed the optical transition energy for recombination holder with
unbalanced load levels specifically determined experimentally (0,11 and 0,25 eV de la Ev). On the basis of the

results are interpreted.

Index Terms — monocrystals, semiconductors, optoelectronics elements, iradision dose, sensors.

I. INTRODUCERE

Compisii ternari stratificati de tipul Znln,S,
sunt materiale neobisnuite pentru studiul teoretic si
aplicativ in fizica  §i ingineria semiconductoarelor.
Ternarul Znln,S, este un compus politipic cu cu doud
pachete.

Caracterul aplicativ al politipului Znln,S, este

determinat de faptul ca sensorii rezistivi de radiatii
ionizate, de obicei, fabricati din materiale cu concentratie
mare a defectelor proprii. In literatura de specialitate este
cunoscut c¢d politipul Znln,S,, anume face parte din
familia materialelor cu o concentratie mare a defectelor
proprii. In baza acestui material pot fi confectionati sensori
cu o sensibilitate mare numai 1n cazul dacd detailat vom
cunoagte proprietatile fizice a compusului. Cercetari
sistematice complexe a acestui material 1n literatura de
specialitate lipsesc.

II. ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE

In aceasta lucrare se discuta structura de iradiere a
politipului zZn/n, s, ridicate la temperatura 80 K in raport de

grosimea placilor. Materialele studiate au fost obtinute prin
metoda reactiilor chimice de transport. Tehnologia obtinerii
politipilor studiati este descrisd in lucrarea [l]
Concentratiile impuritatilor in materialele studiate varia
(1.2-1019 +1.9-10% )cm’3. S-au ridicat spectrele de
iradiere a  diferitor esantioane cu  grosimele
31;48,10,8;11,2;18,5; 20 si 100gm. Ca excitant in
experiment s-a folosit laserul impus cu azot, lungimea de
unda a excitantului (A4 =337nm, energia fotonului folosit
ca excitant este 368¢y). In structura spectrelor de iradiere
ridicate pentru politipul cu grosimea de 20 s, experimental

clar se inregistreaza un sir de particularitati, cum ar fi
picuri de strusturd simpla, dupa parerea noastra, au
maximurile energetice 1,50eV;1,66elV si 1,80el .

Cu majorarea  grosimii  placii  politioice
semilptimea fagiilor de iradiere creste esential, fapt
determinat de implicarea a mai multor mecanisme in
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tranzitiile optice ce determind procesele de recombinare.
Nu depinde de grosimea placii politipice fasia de iradiere
cu maximumul energetic ~ (1,66 +0,02)eV , la fel practic nu
se schimba nici semildtimea acestei benzi energetice.
Evident, ca particularititile de structurd a spectrelor de
iradiere sunt determinate de tranzitille optice cu
participarea diferitor impuritati  localizate in banda
energetica interzisd. Structura spectrelor de iradiere se
analizeazd 1n comparatie cu structura spectrlor de
fotoconductie ridicate la aceeasi temperatura si de la acelas
compus.
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Fig.1. Spectrele luminescentei Znln,S, (II) la
80 K pentru placile cu grosimea 20 (curba 1) si 100 u m

(curbele 2-4). Fanta monocromatorului pentru curbele 2, 3
si 4 este micsorata corespunzator pina la 7,4, 1,0 si 0,6 mm.
In adaos sunt prezentate tranzitiile optice posibile.

In fig.1 sunt prezentate specterle de iradiere a

politipului  Zu/n,S, la temperatura de S0K. Spectrul 1
corespunde politipului cercetat cu grosimea 20m, iar
spectrele (2-4) pentru politipul cu grosimea 100gm.

Suplimentul la acest grafic imagineaza structura tranzitiilor
optice corespunzatoare particularititilor de structura a
spectrelor de iradiere. Tranzitiile (1-2) exprima nivelul
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energetic de excitare, tranzitile (3-4) exprimd
recombinarea donor — acceptor, tranzitia 5 — recombinare
(banda energetica de conductie) — nivelul acceptoric £;, 6 —
este o tranzitie banda energeticd de conductie — banda
energetica de valenta.

Rezultatele prezentate 1n lucrare permit
identificarea structurii spectrelor de iradiere ale Znin,S,

ridicate la temperatura de 80 K. Tranzitiile optice
identificate nu contravin celor cunoscute din literatura.

52

REFERINTE

[1] E. Arama, E. Gheorghita, V. Jitari, V. Pintea .

Prepararea compusilor Zn _In,S;, = prin metoda

3+x
reactiilor chimice de transport. UTM, Meridian
Ingineresc, Nr.4, pag.48-50, Chisinau 2008.



